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【手続補正書】
【提出日】平成28年1月2日(2016.1.2)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　炭素質材料を含む加工物の化学的に強化された集束イオン・ビーム・ミリングの方法で
あって、
　酸素含有エッチング支援ガスを前記加工物の表面に供給するステップと、
　前記炭素質材料に向かって集束イオン・ビームを導いて、前記酸素含有エッチング支援
ガスの存在下で前記炭素質材料をエッチングするステップであり、前記集束イオン・ビー
ムのエネルギーが、前記酸素含有エッチング支援ガスと前記炭素質材料との反応によって
酸素および前記炭素質材料を含むパッシベーション層を形成するのには不十分である、ス
テップと
　を含む方法。
【請求項２】
　前記炭素質材料に向かって前記集束イオン・ビームを導くステップが、１６ｋｅＶ未満
のビーム・エネルギーを有する集束イオン・ビームを導くステップを含む、請求項１に記
載の方法。
【請求項３】
　前記炭素質材料に向かって前記集束イオン・ビームを導くステップが、１０ｋｅＶ未満
のビーム・エネルギーを有する集束イオン・ビームを導くステップを含む、請求項１また
は２に記載の方法。
【請求項４】
　前記炭素質材料に向かって前記集束イオン・ビームを導くステップが、キセノン・イオ
ンのビームを導くステップを含む、請求項１から３のいずれか一項に記載の方法。
【請求項５】
　前記炭素質材料に向かって前記集束イオン・ビームを導くステップが、１６ｋｅＶ未満
のビーム・エネルギーを有するキセノン・イオンのビームをポリイミド材料に向かって導
くステップを含む、請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　酸素含有エッチング支援ガスを前記加工物に向かって導くステップが、Ｏ2を前記加工
物に向かって導くステップを含む、請求項１から５のいずれか一項に記載の方法。
【請求項７】
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　炭素質材料を含む基板の化学的に強化された集束イオン・ビーム・ミリングの方法であ
って、
　前記基板を集束イオン・ビーム・システム内へ装填するステップと、
　酸化剤を含むエッチング支援ガスを前記基板に向かって供給するステップと、
　前記エッチング支援ガスの存在下で前記基板に、１６ｋｅＶ未満のビーム・エネルギー
を有する集束イオン・ビームを導くステップと、
　化学的に強化された集束イオン・ビーム・ミリングを使用して炭素質材料を前記基板か
ら除去するステップと
　を含む方法。
【請求項８】
　前記エッチング支援ガスがＯ2ガスを含む、請求項７に記載の方法。
【請求項９】
　前記エッチング支援ガスがＮ2Ｏ、ＮＯ2、ＮＯまたはＮＯxを含む、請求項７に記載の
方法。
【請求項１０】
　前記炭素質材料が膜状のポリイミドである、請求項７から９のいずれか一項に記載の方
法。
【請求項１１】
　前記集束イオン・ビームのエネルギーが８ｋｅＶから１４ｋｅＶである、請求項７から
１０のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１２】
　化学的に強化された集束イオン・ビーム・ミリングを使用して炭素質材料を前記基板か
ら除去するステップが、前記基板のイオン・ビーム・スパッタリングおよびガス支援エッ
チングを含む、請求項７から１１のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１３】
　前記集束イオン・ビーム・システムが、Ｘｅ+プラズマ集束イオン・ビーム・システム
を含む、請求項７から１２のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１４】
　前記集束イオン・ビームのイオン、前記エッチング支援ガスおよび前記炭素質材料の相
互作用によって、前記基板上にパッシベーション層があまり形成されない、請求項７から
１３のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１５】
　前記集束イオン・ビーム・システムの電流密度が０．５ｐＡ／μｍ2超、ドウェル時間
が１０００ナノ秒未満、室圧が０．１×１０-5トル超である、請求項７から１４のいずれ
か一項に記載の方法。
【請求項１６】
　ミリング速度が０．３μｍ3／ｎＣよりも大きい、請求項７から１５のいずれか一項に
記載の方法。
【請求項１７】
　化学的に強化された集束イオン・ビーム・ミリングを使用して炭素質材料を前記基板か
ら除去するステップが、損傷したポリイミド層を除去して、前記損傷した層の下の損傷し
ていないポリイミド層を露出させるステップを含み、前記損傷していない層が、前記集束
イオン・ビームによって損傷せず、その電気絶縁特性を維持する、請求項７から１６のい
ずれか一項に記載の方法。
【請求項１８】
　前記集束イオン・ビームのビーム・エネルギーが８ｋｅＶ以下である、請求項１７に記
載の方法。
【請求項１９】
　前記エッチング支援ガスが水蒸気、Ｏ2、Ｎ2Ｏ、ＮＯ2、ＮＯまたはＮＯxを含む、請求
項１７または１８に記載の方法。
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【請求項２０】
　前記集束イオン・ビーム・システムが、Ｇａ+プラズマ集束イオン・ビーム・システム
またはＸｅ+プラズマ集束イオン・ビーム・システムを含む、請求項１７から１９のいず
れか一項に記載の方法。
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